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(57) Abstract: The invention relates to a structure (Strc) capable of forming a quan-
tum device, comprising: a silicon carrier substrate (Car); a first layer (Si-L1) of sil-

icon isotope 28Si; a layer (Ox) of silicon oxide; a second layer (Si-L2) of silicon
isotope ZSSi, wherein the structure is formed by the carrier substrate (Car), the first
layer (Si-L 1) of silicon isotope 28Si, the layer (Ox) of silicon oxide, and the second
layer (Si-L1) of silicon isotope ZXSi, stacked in this order, wherein the first layer
(SiL1) and the second layer (Si-L2) of silicon isotope 283 are each made up of at
least 99.92% of silicon isotope 28gj.

(57) Abrégé : Structure (Strc) apte a la formation d'un dispositif quantique, compre-
nant : un substrat porteur (Car) de silicium; une premiére couche (Si-L1) d'isotope
2 de silicium; une couche (Ox) d'oxyde de silicium; une deuxi¢me couche (Si-
L2) d'isotope 2831 de silicium, la structure étant formée par le substrat porteur (Car),
la premicre couche (Si-L1) d'isotope 288j de silicium, la couche (Ox) d'oxyde de
silicium, et la deuxiéme couche (Si-L1) d'isotope 28Gi de silicium, empilées dans cet
ordre, dans laquelle la premicre (SiL.1) et la deuxiéme couche (Si-L2) d'isotope 28gi
de silicium sont chacune constituées d'au moins 99,92% d'isotope 285 de silicium.



